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【研究の背景】Chemical vapor deposition（CVD）法は、半導体製造プロセスや工具用コーティン

グ、各種材料合成等、幅広い分野に応用されている。セラミックス・金属など、様々な実用化材

料が存在するが、白金族元素は、その熱的および化学的安定性から、宇宙環境や過酷な環境下の

保護膜としてCVD法の成膜技術検討がなされている[1,2]。一方、白金族元素の一つであるイリジウ

ム（Ir）は、LiTaO3、シンチレータ結晶、レーザー結晶等の機能性酸化物単結晶育成用のルツボ材

として広く用いられているが、近年のIr地金の価格高騰、およびレアメタル使用量削減の世界的な

流れから、Ir代替技術が望まれている。そこで本研究では、ルツボ材として用いるIr量低減を目的

に、熱CVD法によるモリブデン（Mo）等の高融点金属元素へのIr成膜技術検討を行っており、2019

年秋の応用物理学会にて、Ir-Mo傾斜膜生成について報告した[3]。本講演では、実際に小型Mo坩堝

への成膜試験を行ったので報告する。 

【実験方法】実験には、コールドウォール型の熱 CVD 法を用いた。基板として、サイズ φ10 

mm×3mmHのMoるつぼを使用し、カーボン抵抗加熱ヒーターにより、900～1,350 ℃に加熱した。

有機金属原料として、Ir(III)アセチルアセトネート（Ir(acac)3）を使用し、原料蒸発部に 1.0 gr投入

し、所望の温度に加熱した。雰囲気ガスには、アルゴン+3%水素を用い、チャンバー内を 100～500 

Paで制御し、各条件で 1時間の成膜を行った。 

【結果】成膜結果を Fig.1に示す。成膜温度を変

化させることで、膜の状態が大きく変わり、900

～1,100℃では、Ir(acac)3原料分解時に生成するカ

ーボン不純物の混入が見られたが、1,050℃以上

では、金属光沢を有する膜となった。この膜の

SEM・EDX分析結果、900～1,100℃では多量の

カーボン不純物が存在したが、温度を上げること

でカーボン不純物は低減した。一方、膜中の Ir

量も温度を上げることで低減し、1,050～1,200℃

程度が最適値となった。これは、温度を上げるこ

とで、原料ガス成分が坩堝に到達する前に分解しているためと考えられる。本講演では、Ir成膜

Mo坩堝の詳細な評価結果、および今後の展開について議論する。 
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Fig.1. Ir films obtained by the thermal CVD method 

under Ar+H2 atmosphere at the pressure of 200 Pa. 
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